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Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню енергетичного спектру низькорозмірних (поруватих та
нанокристалічних) кремнієвих структур і електронних властивостей межі поділу кристалічний кремній -
поруватий шар за допомогою методу модуляційної спектроскопії електровідбивання. Встановлено, що
позитивно заряджені дефекти в окисній плівці спричиняють збагачення електронами приповерхневих шарів
кристалічного кремнію під поруватою шубою, а на межі поділу кристалічний кремній - поруватий шар
виникає внутрішнє вбудоване поле. Побудована зонна діаграма зміни типу поверхневої провідності
кристалічного кремнію в залежності від площі ефективної поверхні поруватого шару та товщини окислу на
ній. Показано, що в енергетичному спектрі поруватого та нанокристалічного кремнію є прямі переходи в
спектральних областях поблизу 1.7 еВ, 2.0 еВ, 2.35 еВ, 2.6 еВ та 2.9 еВ, які пов'язані з переходами зона
поверхневих станів - зона провідності.



2. The thesis is devoted to the study the features of the energy spectrum of the low-dimensional silicon structures
(porous or nanocrystalline silicon) as well as to the study of electronic properties of the crystalline silicon - porous
silicon interface. The study has been carried out by modulation electroreflectance spectroscopy technique. It is
established that the positively charged defects in the silicon oxide film cause the enrichment of the subsurface
layers of the crystalline silicon situated immediately under the coat of the porous layer, with electrons and that an
internal electric field develops on the interface between the crystalline silicon and the porous layer. A band model
of the inversion of the conductivity type of the crystalline silicon as a function of the effective surface area and the
thickness of the silicon oxide layer has been constructed. The study proves the existence of a number of direct
transitions with frequencies in 1.7 eV, 2.0 eV, 2.35 eV, 2.6 eV and 2.9 eV regions of theenergy spectrum of the
porous or nanocrystalline silicon. These direct transitions are explained as the transitions between the bands of
the surface states and the conduction band.
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